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１．概要（Summary） 

深紫外波長のエキシマレーザを代替する小型半導体

レーザは、フォトリソグラフィやレーザアブレーションなど幅

広い分野での需要が存在するが、UVC 波長(200~280 

nm)では電流励起によるレーザ発振は難しい。そこで、ワ

ット級の出力が既に実現されている InGaN 系レーザと

非線形光学材料を組み合わせた第 2 次高調波発生

(SHG)が現実的な解と考えられる。本研究では、疑似位

相整合(QPM)による高効率変換を実現することを目的と

して、プラズマ活性化接合装置で極性反転構造を作製し

たので報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高真空蒸着装置、基板貼付け装置、ウェハ洗浄装置 

【実験方法】 

サファイア基板にスパッタ法で 100 nm 厚の Al 極性

AlN を成膜した基板を実験に用いた。さらに、静電チャッ

ク用途として Ti 100 nmを裏面に蒸着している。ウェハ洗

浄装置で表面に付着したダスト・パーティクルを除去した

後、基板貼付け装置内にウェハを設置し、10-4 Pa台まで

真空引きをした後、窒素を流して 120 Paで安定させ、RF

出力 500 Wで 100 sプラズマを照射し、ウェハ表面を活

性化した。その後、ウェハを反転させ、100 kg の荷重を 

10 分間加えることで仮接合を行った。接合をより強固に

することを目的として、400kg 加重しながら、2 時間で

400 ℃まで昇温、400 ℃に到達した後 4 時間放置、真

空状態で室温まで自然冷却させた後、接合したウェハを

取り出した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にプラズマ照射中のチャンバー内の様子を示す。

N2プラズマのRF出力および照射時間を適切に調整した

ことより表面

の自然酸化

膜を除去で

きたため、接

合に成功し

たと考えられ

る。接合した

ウェハの透

過率測定した結果、接合界面に空気層などはなく、光が

十分に透過していることを確認できた。したがって、本構

造をSHG-QPMのような光デバイスに適用可能であること

が示唆された。 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 Surface activation by N2 

plasma 


